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 第２章では、Si をドーパントとした α-Ga2O3 薄膜の n 型導電性制御に関して述べて
いる。従来の研究で用いられていた Sn 添加では、α-Ga2O3 薄膜を熱処理すると高抵抗
化すること、その原因が Sn4+の脱離にあることを示している。安定なドーパントとし
て Si が望ましいことを提唱して、Si 添加に適した原料として 3-シアノプロピルジメチ
ルクロロシランがあることを見出し、n 型導電性についてキャリア密度を 1×1018  cm-3
から 2×1019 cm-3 の範囲で制御して、最大移動度が 31 cm2/V•s を達成している。また、
熱処理による高抵抗化も生じないことを指摘している。  
 




る。また、誘導結合型プラズマ反応性イオンエッチング  (ICP-RIE) では、すべての組
成条件で、デバイスプロセスに適した 100 nm/min 程度のレートで α-(AlxGa1-x)2O3 をエ
ッチングできることを明確にしている。  
 
 第４章では、MOSFET のゲート絶縁材料としての応用を目的に、ミスト CVD により
非晶質 AlOx 薄膜を作製した結果について述べている。一般的な真空を用いた作製手法
と同程度の比誘電率  (7)、破壊電界強度  (8 MV/cm) が得られたことを示し、本研究
で目的とする α-Ga2O3 MOSFET のゲート絶縁膜として望ましい特性を持つことを指摘し
ている。また、結果の波及効果として、p-Si へのパッシベーション特性を調べ、負の固
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 第５章では、各種 Al 組成 x を持つ α-(AlxGa1-x)2O3/α-Ga2O3 ヘテロ接合のバンドオフ





 第６章では、活性層として Si ドープ n 型 α-Ga2O3 薄膜、ゲート絶縁膜として非晶質
AlOx を用いた MOSFET を試作した結果を述べている。第 2 章の結果をもとに、活性層
のキャリア密度を 1×1018  cm-3とした場合のデバイス設計から活性層厚は 250 nm以下と


















1. α-Ga2O3 薄膜の n 型導電性制御に向け、従来の Sn 添加の問題点を示し、安定なド
ーパントとして Si が望ましいことを提唱した。Si 添加に適した原料として 3-シア
ノプロピルジメチルクロロシランがあることを見出し、キャリア密度を 1×1018 
cm-3 から 2×1019 cm-3 の範囲で制御して、最大移動度が 31 cm2/V•s を達成した。  




すべての組成条件で、デバイスプロセスに適した 100 nm/min 程度のレートで
α-(AlxGa1-x)2O3 をエッチングできることを示した。  
3. MOSFET のゲート絶縁材料としての応用を目的に、ミスト CVD により非晶質 AlOx
薄膜を作製し、一般的な真空を用いた作製手法と同程度の比誘電率  (7)、破壊電
界強度  (8 MV/cm) を得た。また、得られた非晶質 AlOx 薄膜は、本研究で目的と
する α-Ga2O3 MOSFET のゲート絶縁膜として望ましい特性を持つとともに、Si 太
陽電池のパッシベーション膜としての応用が見込めるという波及効果を示した。  
4. 各種 Al 組成 x を持つ α-(AlxGa1-x)2O3/α-Ga2O3 ヘテロ接合のバンドオフセットを光




5. 活性層として Si ドープ n 型 α-Ga2O3 薄膜、ゲート絶縁膜として非晶質 AlOx を用い




士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平成 30 年 2 月 21 日、論文
内容とそれに関連した事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準
を満たしていることを確認し、合格と認めた。  
 
 
